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O diac é basicamente uma combinacao paralela inversa de
camadas semicondutoras com dois terminais que permite disparos em
qualquer direcao. A curva caracteristica do dispositivo, apresentada na
figura abaixo. Nela mostra claramente que ha uma tensdo de ruptura em
ambas as direcOes. Essa possibilidade de uma condicdo ligado em

qualquer direcéo pode ser usada com grandes vantagens em aplicacoes
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A configuracdo basica das camadas
semicondutoras do diac € mostrada na figura ao
lado, com seu simbolo grafico. Observe que
nenhum terminal € chamado de catodo. Em vez
disso, ha um anodo 1 (ou eletrodo 1) e um anodo
2 (ou eletrodo 2). Quando o anodo 1 & positivo em
relacdo ao anodo 2, as camadas semicondutoras
de interesse particular sdo pln2p2 e n3. Para o
anodo 2 positivo em relacdo ao anodo 1, as

camadas aplicaveis sao p2n2 pl e nl.
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Para a unidade mostrada na
figura ao lado, as tensdes de
ruptura sdo muito proximas em
magnitude, mas podem variar Var,

de um minimo de 28 V a um
maximo de 42 V. Elas estao
relacionadas pela seguinte
equacao fornecida na folha de

dados:

(a)

VBRI — VBRZ + ‘3.’,11‘/:5-11;;2
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Os valores de corrente (IBR1 e
IBR2) sao também muito
proximos em magnitude para
cada dispositivo. Para a Ve,

Ipg,

unidade da figura ao lado, os
valores de corrente sao cerca
de 200 yA = 0,2 mA.

(a)

VBRI — 1‘/‘5-11;’2 + OJVBR;
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Detector de proximidade com DIAC

O uso do diac em um detector de proximidade € mostrado na figura
abaixo. Observe 0 uso de um SCR em série com a carga e o transistor de

unijuncao programavel conectado diretamente ao eletrodo sensor.

o
T
47 kQ 10 MQ
Caﬁ:ga 1 MQ Para
eletrodo
115V
Vi (60 HZ) SCR X 1 MQ DIAC sensor
K
_C,
1 kQ

(o
Todos os resistores 1/4 W ';' -
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Detector de proximidade com DIAC

Quando o corpo humano se aproxima do eletrodo sensor, a capa

eletrodo e o terra (Cb) aumenta. O UJT programavel (PUT) &€ um

citancia entre o

dispositivo que

dispara (entra no estado de curto-circuito) quando a tensédo de anodo (VA) &, no

minimo, 0,7 V (para silicio) maior do que a tensao de porta (VG).

o, ® >
T
47kQ 10 MQ
A

Carga 1 MQ

G
i —ANN—Ocletrodo
115V .
Vi (60 Hz) SCR X 1 MQ DIAC PUT sensor

Para

~C,

(o
Todos os resistores 1/4 W ';' -
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Detector de proximidade com DIAC
Antes que o dispositivo programavel ligue, o0 sistema estq,
essencialmente, como mostra a figura abaixo. A medida que a tenséo de

entrada sobe, a tensao do diac, VA, a seguira, como mostra a figura, até o

potencial de disparo ser atingido.

LV 47k} 10 MQ) Vg
1

V4 Vg

C#0F
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Detector de proximidade com DIAC

O diac entao liga e sua tensado cai substancialmente, como mostrado.
Observe que o diac é basicamente um circuito aberto até o0 momento do
disparo. Antes de o elemento capacitivo ser introduzido, a tenséo vG € a
mesma da entrada.

o - "
I 47k9% 10 MQ
* A

Carga 1 MQ Para

G
f b RPN — o elesiods
115V sensor
Vi (60 HZ) SCR x 1 MQ DIAC PUT
K
%1 kQ

O
Todos os resistores 1/4 W = -
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Detector de proximidade com DIAC
Como indica a figura, uma vez que ambas, VA e vG, acompanham a entrada, VA

nunca pode ser 0,7 V maior do que vG e ligar o dispositivo programavel. disparar.

c -
I 47 kQ % 10 MQ
Caﬁ;‘ga 1 MQ Para
?eletrodo
115V sensor
% =i
(o
Todos os resistores 1/4 W ';' -
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Detector de proximidade com DIAC
Entretanto, quando o elemento capacitivo é introduzido, a tensao vG comeca a se
atrasar em relacéo a tensédo de entrada Vi por um angulo crescente, como indica

a figura. H4, portanto, um ponto estabelecido em que VA pode exceder vG por 0,7

V e que faz o dispositivo programavel disparatr.

e

1 47 kQ 10 MQ
Ca;ga 1 MQ Para
O eletrodo
115V sensor
o) scr x 1 MQ DIAC
% i
c,
L -

Todos os resistores 1/4 W = =
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Detector de proximidade com DIAC
Uma intensa corrente €& estabelecida através do PUT nesse ponto,
elevando a tensao vG e ligando o SCR. Havera, entdo, uma intensa

corrente no SCR que flui através da carga, reagindo a presenca da

pessoa que se aproximou.

O
1 47 kQ 10 MQ
Ca;ga 1 MQ Para
O eletrodo
115V sensor
o) scr x 1 MQ DIAC
% S,
c,
L -

Todos os resistores 1/4 W = =
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O triac é basicamente um diac com terminal de porta para
controlar as condi¢cGes de conducao do dispositivo bilateral em qualquer
sentido. Em outras palavras, qualquer que seja o sentido, a corrente de
porta pode controlar a acao do dispositivo de uma forma muito

semelhante aquela demonstrada para um SCR.

Anode 2

Gate
Anode 1

(a)
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Entretanto, as caracteristicas do triac no primeiro e no terceiro
guadrantes sao um pouco diferentes daquelas do diac, como mostra a
figura (c). Observe que a corrente de manutencao, em cada sentido, esta

ausente nas caracteristicas do diac.

ATl

Anode 2 positive

Anode 2 negative

(c)
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A distribuicdo das camadas semicondutoras sao mostrados na figura (b),
juntamente com figuras do dispositivo. Para cada sentido possivel de conducéo
ha uma combinacdo de camadas semicondutoras cujo estado sera controlado

pelo sinal aplicado ao terminal de porta.

o Anode 2 T Anode 2

A _ )
ny ho o
Gate / J)
o0 Anode 1 Gate Anode 1

(a) (b)
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Controle de fase (ou de poténcia)

Uma aplicacdo fundamental do triac é apresentada na figura

e/

abaixo. .

T

-

Nessa situacao, ele controla a poténcia CA para a carga ligando e
desligando durante os ciclos positivo e negativo do sinal senoidal de

entrada.
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Controle de fase (ou de poténcia)

A acao desse circuito durante a porcao positiva do sinal de
entrada € muito semelhante a acao encontrada para o diodo Shockley na

Figura ao direito.
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Controle de fase (ou de poténcia)

A vantagem dessa configuracéo é que, durante a porcao negativa
do sinal de entrada, o0 mesmo tipo de resposta € obtido, uma vez que o

diac e o triac podem disparar também no sentido reverso.
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Controle de fase (ou de poténcia)

A forma de onda resultante para a corrente através da carga e
fornecida pela figura abaixo a direita. A variacdo do resistor R pode
controlar o angulo de conducao. Ha unidades disponiveis que podem

controlar cargas superiores a 10 kW.

Iwh

e f




2s —_——

UEMG

TRIAC - Aplicacoes
Cerca Eletronica - Rural

A figura abaixo mostra um esquema de uma cerca elétrica para

uUsSo na zona rural para reter animais.

1e5/400v o .
R1 C1 T .
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228R SW I M M ! ! -
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TRIAC - Aplicacoes
Dimmer

A figura abaixo mostra um esquema de uma Dimmer para uso na

variacao de tensao na carga.

Py (carga)
100
EE): R1 Diac
110! 10 kA2 /‘“\ Triac
220Vca u TIC2288/0
Cy o

EzunFT eGuivalenie
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Relé de Estado Soélido

A figura abaixo mostra um esquema de uma Relé de estado

solido para usos diversos.

47

470 100 Q

vo—{ e . "CONTACT"
e 220 VAC

SC1460 2% 0.1 yF
homema e-cwcuﬂF. m
o] ' = . ‘o)
47 Q

IN5060 (4)
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Relé de Estado Solido

A figura abaixo mostra um esquema de uma Relé de estado

solido para usos diversos.

IC1 MOC3040/ MOC3041 R2
6 560 *
A 2 I
220V or
120V Mains

Input
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